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요약

박막 트랜지스터를 사용하는 액정 표시 장치는 제1 및 제2의 기판부와, 상기 제1의 기판부와 상기 제2의 기판부 사이
에 제공된 액정층을 포함한다. 지지 스페이서는 상기 제1의 기판으로부터 연장된다. 상기 제2의 기판부는 오목부를 구
비한다. 상기 지지 스페이서의 끝부분은 상기 오목부와 맞물려 제1의 기판부로부터의 간격을 유지시킨다.

대표도
도 9

색인어
트랜지스터, 액정, 기판, 스페이서,

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 액정 표시 장치의 종래의 예에서의 스페이서의 개념도.
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도 2는 인-페이스(in-phase) 스위치형 액정 표시 장치의 제1의 종래의 예의 개략 단면도.

도 3은 인-페이스(in-phase) 스위치형 액정 표시 장치의 제2의 종래의 예의 표시 셀에 관한 평면도.

도 4는 도 3의 E-E′선에 따른 지지 스페이서의 영역내의 표시 셀의 횡 단면도.

도 5는 인-페이스(in-phase) 스위치형 액정 표시 장치의 제3의 종래의 예에서의 표시 셀의 평면도.

도 6은 도 5의 F-F′선에 따른 지지 스페이서의 영역내의 표시 셀의 횡단면도.

도 7은 인-페이스(in-phase) 스위치형 액정 표시 장치의 제4의 종래의 예의 표시 셀의 평면도.

도 8은 도 7의 G-G′선에 따른 지지 스페이서의 영역내의 표시 셀의 횡단면도.

도 9는 본 발명의 제1의 실시예에 따른 인-페이스(in-phase) 스위치형 액정 표시 장치의 표시 셀의 평면도.

도 10은 도 9의 A-A′선에 따른 본 발명의 제1의 실시예에 따른 표시 셀의 횡단면도.

도 11은 도 9의 B-B′선에 따른 본 발명의 제1의 실시예에 따른 인-페이스(in-phase) 스위치형 액정 표시 장치의 
지지 스페이서의 횡단면도.

도 12는 본 발명의 제2의 실시예에 따른 인-페이스(in-phase) 스위치형 액정 표시 장치의 표시 셀의 평면도.

도 13은 도 12의 C-C′선에 따른 본 발명의 제2의 실시예에서의 인-페이스(in-phase) 스위치형 액정 표시 장치의 
지지 스페이서의 횡단면도.

도 14의 a 및 b는 본 발명에서 오목부와 지지 스페이서 사이의 관계를 도시하는 도면.

도 15의 a 내지 e는 본 발명의 오목부의 형성을 도시하는 횡단면도.

도 16의 a 내지 e는 본 발명의 오목부의 형성을 도시하는 횡단면도.

도 17은 본 발명의 제3의 실시예에 따른 트위스트 네마틱형 액정 표시 장치의 표시 셀의 평면도.

도 18은 도 17의 D-D′선에 따른 본 발명의 제3의 실시예에 따른 표시 셀(103)의 횡단면도.

도 19는 도 17의 E-E′선에 따른 본 발명의 제3의 실시예에 따른 표시 셀(103)의 지지 스페이서의 횡단면도.

도 20은 본 발명의 제4의 실시예에 따른 트위스트 네마틱형 액정 표시 장치의 표시 셀의 평면도.

도 21은 도 20의 F-F′선에 따른 지지 스페이서의 횡단면도.

도 22는 본 발명의 지지 스페이서에 관한 개념도.

도 23은 본 발명의 제5의 실시예에 따른 지지 스페이서의 횡단면도.

도 24의 a 내지 l은 본 발명의 오목부를 형성하는 공정을 도시하는 횡단면도.

도 25의 a 내지 m은 도 12에 도시된 C-C′선에 따른 본 발명의 제2의 실시예에서의 오목부의 횡단면도.
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도 26은 본 발명의 제6의 실시예에 따른 인-페이스(in-phase) 스위치형 액정 표시 장치의 평면도.

도 27은 본 발명의 제6의 실시예에 따른 인-페이스(in-phase) 스위치형 액정 표시 장치의 지지 스페이서를 도시하는 
횡단면도.

도 28은 본 발명의 제7의 실시예에 따른 인-페이스(in-phase) 스위치형 액정 표시 장치의 지지 스페이서를 도시하는 
횡단면도.

< 도면의 주요 부분에 대한 간단한 설명>

1 : 비정질 실리콘2 : 화소 전극

3 : 게이트 전극4 : 공통 전극

5 : 데이터선6 : 소스 전극

7 : 드레인 전극9 : 제1 투명 기판

10 : 층간 절연막11 : 배향막

12 : 블랙 매트릭스13 : 컬러층

14 : 제2 투명 기판15 : 평탄화막

16 : 도전층17, 18 : 편광판

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정층에 대한 셀 간격을 유지하는 지지 스페이서를 구비한 액정 표시 장치에 관한 것이다.

박막 트랜지스터(TFT)를 사용하는 여러 종류의 액정 표시 장치가 그 형태에 따라 여러가지 공지되어 있다. 그 형태의 
일 예로서, 역스태거형 박막 트랜지스터를 사용하는 액정 표시 장치가 실시되고 있다. 액정 표시 장치는 상기 역스태거
형의 박막 트랜지스터를 이용하는 액정 표시 장치를 참조로 하여 기술될 것이다.

액정층에 대한 셀 간격이 투명 기판 사이에서 형성되는 경우에 스페이서가 사용된다. 상기 스페이서에 의해 기판의 크
기가 대형인 액정 표시 장치에서 셀 간격의 균일성이 향상될 수 있다.

도 1은 액정 표시 장치의 종래의 일 예에서의 스페이서의 개념을 도시하고 있다. 도 1에서, 지지 스페이서(500c, 500
d)가 사용된다. 상기 지지 스페이서(500c, 500d)는 차광층(블랙 매트릭스)(12)에 대응하는 영역에 위치한다. 차광층
(12)의 사이에는 컬러 필터(컬러층)(13)이 평행하게 배치된다. 차광층(12) 및 컬러 필터(13)의 상부에는 투명 기판
(14)이 위치한다.

    
도 2는 제1의 종래의 예에서의 인-페이스(in-phase) 스위치형 액정 표시 장치의 개략 단면도이다. 표시 셀(501)은 
투명 기판(14)의 정면상에 형성된 편광판(17)과 도전층(16)과, 상기 투명 기판(14)의 후면상에 형성된 컬러 필터(1
3)와 평탄화막 또는 차광층(12)으로부터 연장되는 지지 스페이서(500c, 500d)로 구성된다. 상기 표시 셀(501)은 상
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기 투명 기판(9)의 정면상에 형성된 패시베이션막(22)과, 층간 절연막(10)과, 게이트 전극(3)과 공통 전극(4)과, 상
기 투명 기판(9)의 후면상에 형성된 편광판(18)으로 구성된다. 상기 지지 스페이서(500c, 500d)는 차광층(12)과 패
시베이션막(22)에 접착된다. 투명 기판(14) 측상의 차광층(12)으로의 지지 스페이서의 접착 강도는 투명 기판(9) 측
상의 패시베이션막(22)으로의 지지 스페이서의 접착 강도 보다 높다. 따라서, 외부 압력이 표시 셀(501)에 인가되는 
경우에 지지 스페이서(500c, 500d)는 외부 압력에 기인하여 패시베이션막(22)의 측상의 소정의 위치로부터 이동된다. 
지지 스페이서(500c, 500d)의 상기와 같은 이동은 색을 얼룩지게 한다.
    

    
도 3은 제2의 종래의 예에서의 인-페이스(in-phase) 스위치형 액정 표시 장치의 개략 단면도이다. 표시 셀(502)은 
비정질 실리콘막(1)과, 화소 전극(2)과, 게이트 전극(3)과, 공통 전극(4)과, 데이터선(5)과, 소스 전극(6)과, 드레인 
전극(7)과, 지지 스페이서(500)로 구성된다. 도 4는 도 3의 X-X′선에 따른 지지 스페이서(500)의 영역에서의 표시 
셀(502)의 개략 단면도이다. 도 4에서, 상기 표시 셀의 상부 기판부는 투명 기판(14)의 정면상에 형성된 편광판(17)
과 도전층(16)과, 블랙 매트릭스층(12)과, 컬러층(컬러 필터)(13)과, 평탄화막(15)과, 상기 투명 기판(14)의 후면상
에 형성된 배향막(11)으로 구성된다. 상기 평탄화막(15)의 일부는 지지 스페이서(500)로서 기능한다. 도 4에서, 표시 
셀(500)의 하부 기판부는 배향막(11)과, 패시베이션막(22)과, 투명 기판(9)의 정면상에 형성된 층간 절연막(10)과 
게이트 전극(3)과, 투명 기판(9)의 후면상에 형성된 편광판(18)으로 구성된다. 액정층(20)은 상기 지지 스페이서(5
00)에 의해 지지된 셀 간격 내에서 형성된다. 상기 지지 스페이서(500)는 표시 셀 (500)의 하부 기판부의 측상에서 
약하게 접합된다. 따라서, 표시 셀이 압력을 받는 경우에 지지 스페이서(500)는 이동할 수 있다. 만일 지지 스페이서(
500)가 이동한다면 색의 얼룩이 발생된다.
    

    
도 5는 제3의 종래의 예에서의 인-페이스(in-phase) 스위치형 액정 표시 장치의 평면도이다. 표시 셀(503)은 비정
질 실리콘막(1)과, 화소 전극(2)과, 게이트 전극(3)과, 공통 전극(4)과, 데이터선(5)과, 소스 전극(6)과, 드레인 전극
(7)과, 지지 스페이서(500)로 구성된다. 상기 표시 셀(503)에서, 게이트 전극(1)상에는 지지 스페이서(500)가 배치
된다. 도 6은 도 5의 Y-Y′선에 따른 지지 스페이서(500)의 영역내의 표시 셀(503)의 횡단면도이다. 도 6에서, 상기 
표시 셀의 상부 기판부는 투명 기판(14)의 정면상에 형성된 편광판(17)과 도전층(16)과, 블랙 매트릭스층(12)과, 컬
러층(컬러 필터)(13)과, 평탄화막(15)과, 상기 투명 기판(14)의 후면상에 형성된 배향막(11)으로 구성된다. 평탄화
막(15)의 일부는 지지 스페이서(500)로서 기능한다. 반면에, 하부 기판부는 배향막(11)과, 패시베이션막(22)과, 투
명 기판(9)의 정면상에 형성된 층간 절연막(10)과 게이트 전극(3)과, 투명 기판(9)의 후면상에 형성된 편광판(18)으
로 구성된다. 패시베이션막(22)은 오목부를 구비하도록 형성된다. 상기 오목부에는 지지 스페이서(500)가 적재된다. 
지지 스페이서(500)에 의해 형성된 셀 간격 사이에는 액정층(20)이 배치된다.
    

지지 스페이서(500)가 오목부 상에 적재되므로 가로방향으로의 이동에 대항하는 저항력은 도 3 및 도 4에 도시된 지
지 스페이서 보다는 높다. 그렇지만, 오목부의 깊이가 대단히 얕기 때문에 대폭적인 강도 향상을 기대할 수는 없는 노릇
이다. 이 때문에, 셀 표면이 과도히 눌려지면 지지 스페이서(500)가 이동할 염려가 있다. 지지 스페이서(500)가 이동
하면 색 얼룩이 발생한다.

    
도 7은 제4의 종래의 예에서의 인-페이스(in-phase) 스위치형 액정 표시 장치의 평면도. 표시 셀(504)은 비정질 실
리콘막(1)과, 화소 전극(2)과, 게이트 전극(3)과, 공통 전극(4)과, 데이터선(5)과, 소스 전극(6)과, 드레인 전극(7)
과, 지지 스페이서(500a, 500b)로 구성된다. 상기 표시 셀(504)에서, 데이터선(5)상에는 지지 스페이서(500a, 500
b)가 위치한다. 도 8은 도 7의 Z-Z′선에 따른 지지 스페이서(500a, 500b)의 영역에서의 표시 셀(504)의 횡단면도
이다. 도 8에서, 표시 셀(504)의 상부 기판부는 편광판(17)과, 투명 기판(14)의 정면상에 형성된 도전층(16)과, 블랙 
매트릭스층(12)과, 컬러층(컬러 필터)(13)과, 평탄화막(15)과, 투명 기판(14)의 후면상에 형성된 배향막(11)으로 
구성된다. 평탄화막(15)의 일부는 지지 스페이서(500a, 500b)를 구비하도록 형성된다. 도 8에서, 표시 셀(504)의 하
부 기판부는 배향막(11)과, 패시베이션막(22)과, 데이터선(5, 5')과, 화소 전극(2)과, 층간 절연막(10)과, 투명 기판
(9)의 정면상에 형성된 공통 전극(4)과, 투명 기판(9)의 후면상에 형성된 편광판(18)으로 구성된다.
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액정층(20)은 지지 스페이서(500a, 500b)에 의해 지지되는 셀 간격 내에 제공된다. 지지 스페이서(500a, 500b)는 
도 3 및 도 4 도시된 지지 스페이서(500)의 경우처럼 투명 기판(9) 측상의 접착 강도가 낮다. 표시 셀이 과도하게 눌
려지면 지지 스페이서(500a, 500b)가 이동할 염려가 있다. 지지 스페이서(500a, 500b)가 이동하면 그 결과로서 색 
얼룩이 발생한다.

    
전술한 기술과 관련된 기술이 일본국 특허공개공보 평6-175156호 공보에 개시되어 있다. 상기 개시된 기술에서, 액정 
표시 장치는 박막 트랜지스터가 액정을 구동하도록 상부에 형성되는 기판과, 투명 전극이 상부에 형성되는 기판으로 구
성된다. 액정층은 상기 두 기판 사이에 형성된다. 블랙 매트릭스층은 전술한 박막 트랜지스터가 상부에 형성되는 기판
상에 형성된다. 전술한 박막 트랜지스터의 소스 배선은 상기 블랙 매트릭스층을 위해서 사용된다. 차광부는 아일런드 
방식(island manner)으로 형성되어 이전 단계의 박막 트랜지스터의 게이트 배선을 통해 매트릭스층과 절연막을 겹치
게 한다. 또한, 차광부는 절연막을 통해 드레인 전극과 전기적으로 접속된다.
    

    
일본국 특허공개공보 평10-96955호 공보에는 액정 표시 장치가 또한 개시되어 있다. 상기 개시된 기술에서, 액정 표
시 장치는 다수의 어드레스 배선, 다수의 데이터 배선, 및 다수의 스위치 소자가 절연 기판 상에 형성되는 제1의 기판으
로 구성되고, 화소 전극(2)은 상기 절연막을 경유하여 상기 스위치 소자상에 형성되고, 보조 용량부는 상기 화소 전극
(2)에 전기적으로 접속된다. 액정 표시 장치는 대향 전극이 절연기판 상에 형성된 제2의 기판과, 제1의 기판과 제2의 
기판 사이의 액정층으로 구성된다. 보조 용량부는 데이터 배선과 동일한 층에 형성된 보조 용량전극과, 절연막을 경유
하여 보조 용량 전극에 대한 대향측의 상부에 위치된 보조 용량 전극으로 구성된다. 컬럼 스페이서는 보조 용량 전극과 
화소 전극 사이의 접속을 위해 콘택트 홀에 설치되어 제2의 기판으로부터의 간격을 유지하도록 한다.
    

또한, 다른 액정 표시 장치는 일본국 특허공개공보 평10-228023호 공보에 개시되어 있다. 상기 기술에서, 액정 표시 
장치는 전극을 구비한 기판 사이의 액정층으로 구성된다. 액정 표시 장치는 배향 제어층과, 형상 기억 특성이 있는 유기 
재료층과, 배향 제어층상에 컬럼 또는 벽(wall) 형상을 구비하도록 형성된다. 배향 제어층에 대한 연마 처리는 스페이
서의 형성 이후에 실행되고 유리 전이점 이상까지의 열처리는 상기 연마 처리의 이후에 실행이 된다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 목적은 지지 스페이서의 고정 강도가 향상될 수 있는 액정 표시 장치를 제공함에 있다.

본 발명의 다른 목적은 셀 간격이 균일하게 형성되어 표시 얼룩이 적은 액정 표시 장치를 제공함에 있다.

본 발명에 따른 박막 트랜지스터를 사용하는 액정 표시 장치는 제1 및 제2의 기판부와, 상기 제1의 기판부와 상기 제2
의 기판부 사이에 제공된 액정층을 포함한다. 지지 스페이서는 상기 제1의 기판부로부터 연장된다. 상기 제2의 기판부
는 오목부를 구비한다. 상기 지지 스페이서의 끝부분은 상기 제1의 기판부로부터 간격을 유지하도록 상기 오목부와 맞
물린다.

여기서, 상기 지지 스페이서는 지지 스페이서가 연장되는 방향과 직교하는 방향으로 상기 끝부분에서의 연장부를 구비
하면 양호하다.

또한, 상기 지지 스페이서가 배향막에 의해 피복되면 양호하고, 상기 오목부가 배향막에 의해 피복되면 양호하다.

    
또한, 박막 트랜지스터가 게이트 전극, 화소 전극에 접속된 소스 전극, 및 상기 게이트 전극의 방향과 직교하는 방향으
로 연장되는 데이터선에 접속된 드레인 전극을 구비하는 경우에, 상기 지지 스페이서 및 상기 오목부가 상기 게이트 전
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극의 상부에 제공되면 양호하다. 상기의 경우에, 상기 제1 및 제2의 기판부의 한 쪽이 화소 전극과, 상기 화소 전극과 
더불어 액정 분자를 구동하기 위해 제공된 공통 전극을 포함하면 바람직하다. 또한, 상기 제1 및 제2의 기판부의 한쪽
이 화소 전극을 포함하면 양호하고, 상기 제1 및 제2의 기판부의 다른 한 쪽이 상기 화소 전극과 더불어 액정 분자를 구
동하도록 제공된 공통 전극을 포함하면 양호하다.
    

    
또한, 박막 트랜지스터가 게이트 전극, 상기 화소 전극에 접속된 소스 전극, 및 상기 게이트 전극의 방향과 직교하는 방
향으로 연장되는 데이터선에 접속된 드레인 전극을 구비하는 경우에, 상기 지지 스페이서 및 상기 오목부가 상기 데이
터선의 상부에 제공되면 양호하다. 상기 경우에, 상기 제1 및 제2의 기판부의 한쪽이 화소 전극과, 상기 화소 전극과 더
불어 액정 분자를 구동하도록 제공된 공통 전극을 포함하면 양호하다. 또한, 상기 제1 및 제2의 기판부의 한 쪽이 화소 
전극을 포함하면 양호하고, 상기 제1 및 제2이 기판부의 다른 한 쪽이 상기 화소 전극과 더불어 액정 분자를 구동하도
록 제공된 공통 전극을 포함하면 양호하다.
    

또한, 지지 스페이서가 무기 재료 또는 유기 재료로 형성되면 양호하다.

    
또한, 상기 제1의 기판부가 제1의 투명 기판과, 상기 제2의 투명 기판부에 대한 상기 제1의 투명 기판의 대향면 상부의 
화소 영역을 제외한 영역에 형성된 차광층과, 상기 차광층을 피복하도록 형성된 평탄화막을 구비하면 양호하다. 상기 
경우에, 상기 지지 스페이서가 상기 차광층이 형성되는 영역에 형성되면 바람직하다. 상기의 경우에, 상기 스페이서가 
상기 평탄화막의 일부로부터 형성되면 양호하다. 또한, 상기 평탄화막이 투명성 재료로 형성되면 바람직하다. 또한, 상
기 스페이서가 상기 제1의 기판부에 접착되면 양호하다. 상기의 경우에, 상기 제1의 기판부가 상기 지지 스페이서가 맞
물리는 다른 오목부를 구비하면 양호하고, 상기 지지 스페이서는 다른 오목부에 부착된다. 상기 경우에, 상기 지지 스페
이서는 금속 또는 유지 재료로 형성될 수 있다.
    

    발명의 구성 및 작용

이하, 본 발명의 액정 표시 장치는 첨부된 상세하게 도면을 참조하여 상세하게 기술될 것이다. 이하의 도면에서, 역스태
거형의 박막 트랜지스터를 이용한 액정 표시 장치를 예를 들어 설명한다. 본 발명은 상기에 한정되는 것이 아니다.

    
도 9는 본 발명의 제1의 실시예에 따른 인-페이스(in-phase) 스위치형 액정 표시 장치의 표시 셀의 평면도이다. 표시 
셀(101)은 비정질 실리콘막(1)과, 화소 전극(2)과, 게이트 전극(3)과, 공통 전극(4)과, 데이터선(5)과, 소스 전극(
6)과, 드레인 전극(7)과, 지지 스페이서(100)로 구성된다. 표시 셀(101)은 수평 방향으로 연장되는 인접한 게이트 전
극(3)의 사이 및 수직 방향으로 연장되도록 게이트 전극의 상부에 형성된 인접한 데이터선(5)의 사이에서 그 경계가 
정의된다. 구동 TFT 트랜지스터는 표시 셀(101)의 하부 좌측 코너에 형성된다. 절연막으로서의 상기 비정질 실리콘막
(1)은 상기 게이트 전극상에 형성되고, 상기 데이터선에 접속된 드레인 전극(7) 및 상기 화소 전극(2)에 접속된 소스 
전극은 상기 비정질 실리콘막(1)상에 형성된다. 상기 공통 전극(4)은 수평 방향으로 연장되는 사다리꼴의 모양으로 되
어 있으면서 상기 데이터선(5)의 하부에 형성된다. 상기 화소 전극(2)은 공통 전극(4)의 상부에서 사각형의 링 형상을 
갖도록 형성된다. 수직한 변은 공통 전극(4)의 사다리의 층계 사이에 제공된다. 지지 스페이서(100)는 트랜지스터의 
우측 방향으로 게이트 전극(3)의 상부에 제공된다.
    

    
도 10은 도 9의 A-A' 선을 따른 본 발명의 제1의 실시예의 표시 셀(101)의 횡단면도이다. 도 10에서, 액정층(20)의 
상부에 위치하는 상부 기판부는 투명 기판(14)의 정면상에 형성된 도전층(16)과 편광판(17)과, 블랙 매트릭스층(12)
과, 컬러층(컬러 필터)(13)과, 평탄화막(15)과, 상기 투명 기판(14)의 후면상에 형성된 배향막(11)으로 구성된다. 상
기 컬러층(13)은 상기 투명 기판(14)의 후면상에 부분적으로 형성된다. 상기 블랙 매트릭스층(12)은 컬러층(13)이 
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투명 기판(14)에 접속되는 영역을 제외한 영역에 형성된다. 액정층(20)에 위치하는 하부 기판부는 공통 전극(4)과, 
게이트 전극(3)과, 층간 절연막(10)과, 데이터선(5, 5')과 화소 전극(2)과, 패시베이션막(22)과, 투명 기판(9)의 정
면상에 형성된 배향막(11)과, 투명 기판(9)의 후면상에 형성된 편광판(18)으로 구성된다. 공통 전극(4) 및 게이트 전
극(3)은 투명 기판(9)상에 형성되고 층간 절연막(10)에 의해 피복된다. 데이터선(5, 5')과 화소 전극(2)은 층간 절연
막(10)상에 형성되어 패시베이션막(22)에 의해 피복된다. 액정층은 상부 기판부와 하부 기판부 사이에 제공된다. 액
정 분자는 전계가 없는 수평 방향으로 연장된다.
    

    
도 11은 도 9의 B-B′선에 따른 본 발명의 제1의 실시예에 따른 따른 인-페이스(in-phase) 스위치형 액정 표시 장
치의 표시 셀(101)의 지지 스페이서의 횡단면도이다. 도 11에서, 상부 기판부는 블랙 매트릭스층(12)과, 컬러층(컬러 
필터)(13)과, 평탄화막(15)과, 투명 기판(14)의 후면상에 형성된 배향막(11)으로 구성된다. 평탄화막(15)은 게이트 
전극(3)의 일부에서 하향으로 연장되어 지지 스페이서(100)를 형성한다. 상기 지지 스페이서(100)는 직선의 컬럼 형
상이면 양호하지만 수평으로 연장되는 바닥부를 구비하면 바람직하다. 배향막(11)은 평탄화막(15)을 완전히 피복한다. 
평탄화막은 무기 재료 또는 유기 재료로 형성된다.
    

    
도 11에서, 하부 기판부는 게이트 전극(3)과, 층간 절연막(10)과, 투명 기판(9)의 정면상에 형성된 배향막(11)과 패
시베이션막(22)으로 구성된다. 층간 절연막(10) 및 패시베이션막(22)은 오목부를 형성하도록 개구를 구비한다. 따라
서, 게이트 전극(3)의 일부의 표면은 노출된다. 배향막(11)은 패시베이션막(22)의 상부 표면과, 상기 오목부의 측벽
과, 게이트 전극(3)의 노출된 표면을 피복한다. 지지 스페이서(100)의 바닥부는 오목부 속으로 적재된다. 지지 스페이
서(100)의 총 높이의 약 10%는 오목부에 매입된다. 따라서, 수평 방향으로의 이동에 대항하는 높은 저항력이 얻어지
게 된다. 액정층의 두께가 4.5㎛인 경우에 게이트 절연막으로서의 층간 절연막과 평탄화막은 각각 0.7㎛이고 전극의 높
이는 0.2㎛이고 만일 표시 셀 간격이 전혀 부셔지지 않고 지지 스페이서에 의해 형성되면 지지 스페이서의 높이는 약 
5.0㎛ 정도로 설정된다. 표시 셀 간격이 협소하게 제조되는 경우에 오목부에 의한 효과는 보다 현저해 진다.
    

    
도 12는 본 발명의 제2의 실시예에 따른 인-페이스(in-phase) 스위치형 액정 표시 장치의 표시 셀(102)의 평면도이
다. 상기 표시 셀(102)은 제1의 실시예에서의 표시 셀과 유사하다. 즉, 상기 표시 셀(102)은 비정질 실리콘막(1)과, 
화소 전극(2)과, 게이트 전극(3)과, 공통 전극(4)과, 데이터선(5)과, 소스 전극(6)과, 드레인 전극(7)과, 지지 스페이
서(100a, 100b)로 구성된다. 제2의 실시예는 지지 스페이서(100a, 100b)가 데이터선(5, 5')의 중간부상에 제공된다
는 점에서 제1의 실시예와 상이하다.
    

    
도 13은 도 12의 C-C′선에 따른 제2의 실시예의 인-페이스(in-phase) 스위치형 액정 표시 장치의 지지 스페이서
(100a, 100b)의 횡단면도이다. 도 13에서, 표시 셀(102)의 상부 기판부는 제1의 실시예에서의 표시 셀의 상부 기판
부와 유사하다. 즉, 상부 기판부는 투명 기판(14)의 정면상에 형성된 편광판(17)과 도전층(16)과, 블랙 매트릭스층(
12)과, 컬러층(컬러 필터)(13)과, 평탄화막(15)과, 투명 기판(14)의 후면상에 형성된 배향막(11)으로 구성된다. 평
탄화막(15)은 데이터선(5, 5')의 중간부에서 하향으로 연장되어 지지 스페이서(100a, 100b)를 형성한다. 지지 스페
이서가 수평하게 연장된 바닥부를 구비하면 양호하다. 블랙 매트릭스층(12)은 컬러층(13)을 경유하여 지지 스페이서
(100a, 100b)상에 형성된다. 도 13에서, 하부 기판부는 제1의 실시예와 유사하다. 즉, 하부 기판부는 데이터선(5, 5')
과, 공통 전극(4)과, 층간 절연막(10)과, 화소 전극(2)과, 패시베이션막(22)과, 투명 기판(9)의 정면상에 형성된 배
향막(11)으로 형성된다. 데이터선(5, 5')과 공통 전극(4)은 투명 기판(9)의 정면상에 형성된다. 편광판(18)은 투명 
기판(9)의 후면상에 형성된다. 패시베이션막(22)과 층간 절연막(10)은 개구부를 구비하여 지지 스페이서(100a, 10
0b)에 대응하는 오목부를 형성한다. 따라서, 데이터선(5, 5')의 일부가 노출된다. 배향막(11)은 패시베이션막(22)의 
표면, 개구의 측벽, 및 데이터선(5, 5')의 노출부를 피복한다. 액정층은 상부 기판부와 하부 기판부 사이의 표시 셀 간
격에 형성된다. 지지 스페이서(100a, 100b)의 총 높이의 약 10%는 오목부에 매입된다. 따라서, 수평 방향으로의 이동
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에 저항하는 높은 저항력이 얻어지게 된다.
    

도 14의 a 및 b는 본 발명의 오목부와 지지 스페이서의 관계를 도시하고 있다. 도 14의 a 및 b에서, 그 구성은 단순하
다. 오목부의 지름 W(h)과 지지 스페이서(100)의 지름 W(sp)은 이하의 관계 즉, 지름 W(sp) ≤ 지름 W(h)의 관계
를 만족시킨다. 상기 지름의 차이가 과도하게 크면 지지 스페이서(100)의 어긋남이 쉽게 발생하게 된다. 지름 W(sp)
의 값이 지름 W(h)의 값에 근접할 수록 지지 스페이서(100)의 어긋남에 대한 저항력이 증가하게 된다.

도 15 a 내지 e를 참조하여, 본 발명의 오목부의 형성 공정이 기술될 것이다.

    
도 15의 a에 도시된 바와 같이, 투명 기판(9)상에는 게이트 전극(3)이 제공된다. 다음에, 도 15의 b에 도시된 바와 같
이, 층간 절연막(10)이 형성되어 게이트 전극(3)과 투명 기판(9)을 피복한다. 다음에, 도 15의 c에 도시된 바와 같이, 
층간 절연막(10)이 게이트 전극의 상부 표면으로부터 제거된다. 다음에, 도 15의 d에 도시된 바와 같이, 패시베이션막
(22)이 형성되어 층간 절연막(10)과 게이트 전극(3)의 노출된 표면을 피복한다. 최종적으로, 게이트 전극(3)상의 패
시베이션막(22)이 제거되고 오목부가 형성된다. 지지 스페이서는 상기 오목부에 적재된다.
    

도 16의 a 내지 도 16의 e는 본 발명의 오목부의 형성을 도시하는 횡단면도이다.

    
도 16의 a에 도시된 바와 같이, 투명 기판(9)상에는 층간 절연막(10)이 제공된다. 다음에, 도 16의 b에 도시된 바와 
같이, 층간절연막(10)의 일부가 제거되어 투명 기판(9)의 표면의 일부를 노출시킨다. 그에 따라, 오목부가 형성된다. 
다음에, 도 16의 c에 도시된 바와 같이, 오목부의 바닥면과 측벽을 피복하도록 데이터선(5)이 형성된다. 다음에, 데이
터선(5)이 패터닝된다. 다음에, 도 16의 d에 도시된 바와 같이, 패시베이션막(22)이 형성되어 층간 절연막(10)과 데
이터선(5)을 피복한다. 다음에, 도 16의 e에 도시된 바와 같이, 데이터선(3)의 바닥면과 측면상의 패시베이션막(22)
이 제거되고 오목부가 형성된다. 지지 스페이서는 상기 오목부에 적재된다.
    

    
도 17은 본 발명의 제3의 실시예에 따른 트위스트 네마틱형 액정 표시 장치의 표시 셀의 평면도이다. 표시 셀(103)은 
비정질 실리콘막(1)과, 화소 전극(2)과, 게이트 전극(3)과, 데이터선(5)과, 소스 전극(6)과, 드레인 전극(7)과, 지지 
스페이서(200)와, 콘택트 홀(21)로 구성된다. 상기 표시 셀(103)은 수평 방향으로 연장되는 인접한 게이트 전극(3)
의 사이 및 수직 방향으로 연장되도록 게이트 전극의 상부에 형성된 인접한 데이터선(5)의 사이에서 그 경계가 정의된
다. 구동 TFT 트랜지스터는 표시 셀(103)의 하부 좌측 코너부에 형성된다. 절연막으로서의 비정질 실리콘막(1)은 게
이트 전극상에 형성되고, 데이터선에 접속된 드레인 전극(7) 및 화소 전극(2)에 접속된 소스 전극(6)은 상기 비정질 
실리콘막(1)상에 형성된다. 화소 전극(2)은 직사각형의 형상 및 게이트 전극(3)을 향한 연장부를 갖도록 형성된다. 화
소 전극(2)은 콘택트 홀(21)을 경유하여 트랜지스터의 소스 전극에 접속된다. 지지 스페이서(200)는 트랜지스터의 우
측 방향으로 게이트 전극(3)상에 제공된다.
    

    
도 18은 도 17의 D-D′선을 따른 본 발명의 제3의 실시예에 다른 표시 셀(103)의 횡단면도이다. 도 18에서, 액정층
(20)의 상부에 위치한 상부 기판부는 투명 기판(14)의 정면상에 형성된 편광판(17)과, 편광판(14)과, 블랙 매트릭스
층(12)과, 컬러층(컬러 필터)(13)과, 평탄화막(15)과, 공통 전극(4)과, 지지 스페이서(200)와, 투명 기판(14)의 후
면상에 형성된 배향막(11)으로 구성된다. 컬러층(13)은 투명 기판(14)의 후면상에 부분적으로 형성된다. 상기 블랙 
매트릭스층(12)은 컬러층(13)이 투명 기판(14)에 접속되는 영역을 제외한 영역에 형성된다. 공통 전극은 표시 셀(1
03)을 통해 연장된다. 액정층(2)의 하부에 위치하는 하부 기판부는 층간 절연막(10)과, 데이터선(5, 5')과, 화소 전극
(2)과, 패시베이션막(22)과, 투명 기판(9)의 정면상에 형성된 배향막(11)과, 투명 기판(9)의 후면상에 형성된 편광
판(18)으로 구성된다. 상기 데이터선(5, 5′) 및 화소 전극(2)은 층간 절연막(10)상에 형성되어 패시베이션막(22)에 
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의해 피복된다. 액정층(20)은 상부 기판부와 하부 기판부 사이에 제공되고 액정 분자는 전계가 없는 수직 방향으로 연
장된다.
    

    
도 19는 도 17의 E-E′선에 따른 본 발명의 제3의 실시예에 따른 표시 셀(103)의 지지 스페이서(200)의 횡단면도이
다. 도 19에서, 상부 기판부는 상부로부터 보아서 편광판(17)과, 투명 기판(14)과, 블랙 매트릭스층(12)과, 컬러층(
컬러 필터)(13)과, 평탄화막(15)과, 공통 전극(4)과, 지지 스페이서(200)와, 배향막(11)으로 구성된다. 상기 예에서, 
지지 스페이서(200)는 상기 영역에서 평탄화막(15)상에 형성된다. 상기 지지 스페이서(200)는 유기 재료 또는 무기 
재료로 형성될 수 있다. 또한, 지지 스페이서(200)는 평탄화막(15)을 구비한 유닛으로 형성될 수 있다. 더욱이, 지지 
스페이서(200)는 수평으로 연장되는 바닥부를 구비하면 양호하다. 배향막(11)은 평탄화막(15)을 완전히 피복한다.
    

    
도 19에서, 하부 기판부는 하부 기판부는 상부로 부터 봐서 배향막(11)과, 패시베이션막(22)과, 층간 절연막(10)과, 
게이트 전극(3)과, 투명 기판(9)과, 편광판(18)으로 구성된다. 패시베이션막(22)과 층간 절연막(10)은 오목부를 형
성하도록 개구를 구비한다. 따라서, 게이트 전극(3)의 표면의 일부가 노출된다. 배향막(11)은 패시베이션막(22)의 상
부 표면과, 오목부의 측벽과, 게이트 전극(3)의 노출된 표면을 피복한다. 지지 스페이서(100)는 오목부속으로 적재된
다. 지지 스페이서(100)는 게이트 전극(3)상에 적재된다. 액정층(20)은 지지 스페이서(100)에 의해 형성된 표시 셀 
간격내에 배치된다. 지지 스페이서(100)의 총 높이의 약 10%는 오목부에 매입된다. 따라서, 수평 방향으로의 이동에 
대항하는 높은 저항력이 얻어지게 된다.
    

    
도 20은 본 발명의 제4의 실시예에 따른 트위스트 네마틱형 액정 표시 장치의 표시셀의 평면도이다. 표시 셀(104)은 
제3의 실시예와 유사하다. 즉, 표시 셀(104)은 비정질 실리콘막(1)과, 화소 전극(2)과, 게이트 전극(3)과, 데이터선
(5, 5')과, 소스 전극(6)과, 드레인 전극(7)과, 지지 스페이서(200a, 200b)와, 콘택트 홀(21)로 구성된다. 상기 표시 
셀(104)은 수평 방향으로 연장되는 인접한 게이트 전극(3)의 사이 및 수직 방향으로 연장되도록 게이트 전극의 상부
에 형성된 인접한 데이터선(5, 5′) 사이에서 그 경계가 정의된다. 구동 TFT 트랜지스터는 표시 셀(104)의 하부 좌측 
코너부에 형성된다. 절연막으로서 기능하는 비정질 실리콘막(1)은 게이트 전극상에 형성되고, 데이터선에 접속된 드레
인 전극(7) 및 화소 전극(2)에 접속된 소스 전극은 비정질 실리콘막(1)상에 형성된다. 화소 전극(2)은 사각형의 모양 
및 게이트 전극(3)을 향한 연장부를 갖도록 형성된다. 화소 전극(2)은 콘택트 홀(21)을 경유하여 트랜지스터의 소스 
전극에 접속된다. 데이터선(5, 5′)의 중간부의 상부에는 지지 스페이서(200a, 200b)가 제공된다.
    

    
도 21은 도 20의 F-F′선에 따른 지지 스페이서(200a, 200b)의 횡단면도이다. 도 21에서, 상부 기판부는 제3의 실
시예와 유사하다. 즉, 상부 기판부는 상부로 부터 보아서 편광판(17)과, 투명 기판(14)과, 블랙 매트릭스층(12)과, 컬
러층(컬러 필터)(13)과, 평탄화막(15)과, 공통 전극(4)과, 지지 스페이서(100a, 100b)와, 배향막(11)으로 구성된다. 
컬러층(13)은 투명 기판(14)의 후면상에 부분적으로 형성된다. 블랙 매트릭스층(12)은 컬러층(13)이 투명 기판(14)
에 접속되는 영역을 제외한 영역에 형성된다. 공통 전극은 표시 셀(103)을 통해 연장된다. 또한, 도 21에서, 하부 기판
부는 제3의 실시예와 유사하다. 즉, 하부 기판부는 배향막(11)과, 화소 전극(2)과, 패시베이션막(22)과, 데이터선(5, 
5')과, 화소 전극(2)과, 층간 절연막(10)과, 투명 기판(9)과, 편광판(18)으로 구성된다. 데이터선(5, 5′)은 투명 기
판(9)상에 형성되고 화소 전극(2)은 층간 절연막(10)상에 형성되어 패시베이션막(22)에 의해 피복된다. 패시베이션
막(22)과 층간 절연막(10)은 지지 스페이서(200a, 200b)에 대응하는 오목부를 형성하기 위해 데이터선(5, 5′)의 
상부로부터 제거된다. 배향막(11)은 패시베이션막(22)과 오목부의 내부 표면을 피복한다. 액정층(20)은 상부 기판부
와 하부 기판부 사이의 표시 셀 간격에 배치되고, 액정 분자는 전계가 없는 수직 방향으로 연장된다. 지지 스페이서(2
00a, 200b)의 끝부분은 오목부속으로 적재된다. 상기 지지 스페이서(200a, 200b)의 총 높이의 약 10%는 오목부에 
매입된다. 따라서, 수평 방향으로의 이동에 대항하는 높은 저항력이 얻어진다.
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본 발명의 지지 스페이서는 독립적으로 형성될 수 있다. 도 22는 본 발명의 지지 스페이서의 개념을 도시한다. 도면은 
지지 스페이서가 사용되는 구조를 도시한다. 지지 스페이서(200a, 200b)는 차광층(블랙 매트릭스층)(12)의 부근에 
형성된다. 컬러 필터(컬러층)(13)는 상기 차광층(12)의 측부상에 제공된다. 컬러 필터(13)의 상부에는 투명 기판(1
4)이 제공된다.

    
도 23은 본 발명의 제5의 실시예에 따른 지지 스페이서의 횡단면도이다. 표시 셀은 편광판(17)과, 도전층(16)과, 투명 
기판(14)과, 컬러 필터(13)와, 차광층(12)과, 지지 스페이서(200c, 200d)와, 패시베이션막(22)과, 화소 전극(2)과, 
층간 절연막(10)과, 게이트 전극(3)과, 공통 전극(4)과, 투명 기판(9)과, 편광판(18)로 구성된다. 패시베이션막(22)
과 층간 절연막(10)은 지지 스페이서(200c, 200d)에 대응하는 오목부를 형성하는 개구를 구비한다. 지지 스페이서(
200c, 200d)는 차광층(12)과 (다른 실시예에서의 평탄화막(15))으로부터 생성되고 게이트 전극(3)과 차광층(12)에 
부착된다. 차광층(12) 측의 접착 강도가 게이트 전극(3) 측의 접착 강도에 비교되는 경우에 차광층(12) 측의 접착 강
도가 높다. 그러나, 오목부의 작용에 의해 지지 스페이서(200c, 200d)의 어긋남에 대한 저항력은 게이트 전극(3) 측
상에서 높다. 따라서, 지지 스페이서(200c, 200d)의 어긋남은 접착 강도가 비교적 낮은 게이트 전극(3) 측상에서 회
피된다.
    

본 발명의 오목부를 형성하는 공정이 도 24의 a 내지 l을 참조하여 이하에서 상세하게 설명될 것이다. 상기 도면은 도 
9의 B-B' 선에 따른 단면의 변화를 도시하고 있다.

도 24의 a에서 도시된 바와 같이, 투명 기판(9)(L1)상에는 크롬층(Cr)으로 이루어진 게이트 전극층(L2)이 형성된다. 
상기 공정에서, 세정 단계, 크롬 스퍼터링 단계, 세정 단계가 실행된다. 다음에, 도 24의 b에 도시된 바와 같이, 게이트 
전극의 패턴이 결정된다. 상기 공정에서, 세정 단계, 레지스트 도포 단계, 노광 단계, 현상 단계, 크롬 에칭 단계, 및 레
지스트 제거 단계가 실행된다. 다음에, 도 24의 c에 도시된 바와 같이, SiO 2또는 SiNx로 이루어진 층간 절연막(또는 
게이트 절연막; L3)(10)이 형성된다. 다음에 도 24의 d에 도시된 바와 같이, 층간 절연막(10)상에 패시베이션막(22)
의 SiNx로 이루어진 하부층(L4), 및 a-Si 및 n +-aSi로 이루어진 실리콘층(L5, L6)이 형성된다. 다음에 도 24의 e
에 도시된 바와 같이, 게이트 전극(3)의 상부로로부터, a-Si, n +-aSi로 이루어진 실리콘층(L5, L6)이 제거된다. 도 
24의 c 내지 e에 도시된 공정에서, 세정 단계, SiO 2및 SiNx 막 형성 단계, 세정 단계, 3층의 연속적인 P-CVD 단계, 
세정 단계, 레지스트 도포 단계, 노광 단계, 현상 단계, 아일런드-드라이 에칭 단계, 및 레지스트 제거 단계가 실행된다.

다음에 도 24의 f에 도시된 바와 같이, 크롬층이 형성된다. 다음에, 도 24의 g에 도시된 바와 같이, 크롬층이 제거된다. 
다음에 도 24의 h에 도시된 공정에서, 채널 드라이 에칭이 실행된다. 도 24의 f 내지 h에 도시된 공정에서, 세정 단계, 
크롬 스퍼터링 단계, 세정 단계, 레지스트 도포 단계, 노광 단계, 현상 단계, 크롬 에칭 단계, 크롬 드라이 에칭 단계, 레
지스트 제거 단계, 및 채널 드라이 에칭 단계가 실행된다.

다음에 도 24의 i에 도시된 바와 같이, 패시베이션막(22)의 상부층(SiNx)이 형성된다. 다음에, 도 24의 j에 도시된 바
와 같이, 패시베이션막(22)의 상부층 및 하부층, 그리고 층간 절연막(10)의 일부가 게이트 전극(3)의 상부로 부터 제
거되고 오목부가 형성된다. 도 24의 i 및 j에 도시된 공정에서, 세정 단계, 패시베이션 CVD 단계, 세정 단계, 레지스트 
도포 단계, 노광 단계, 현상 단계, 콘택트 에칭 단계, 콘택트 드라이 에칭 단계, 및 레지스트 제거 단계가 실행된다.

다음에 도 24의 k에 도시된 공정에서, IT0의 스퍼터링 처리가 실행된다. 다음에, 도 24의 l에 도시된 공정에서, IT0의 
제거 처리가 실행된다. 도 24의 k 및 l에 도시된 공정에서, 세정 단계, IT0 스퍼터링 단계, 세정 단계, 레지스트 도포 
단계, 노광 단계, 현상 단계, IT0 에칭 단계, 레지스트 제거 단계, 세정 단계, 어닐링 단계, 및 검사 단계가 실행된다.

도 25a 내지 m은 도 12의 C-C′선에 따른 본 발명의 제2의 실시예에서의 오목부의 횡단면도이다. 도 25의 a에 도시
된 바와 같이, 크롬층(Cr)이 투명 기판(L1)상에 형성된다. 다음에, 도 25의 b에 도시된 바와 같이 크롬층이 제거된다. 
도 25의 a 및 b에 도시된 처리 공정에서, 세정 단계, 크롬 스퍼터링 단계, 세정 단계, 레지스트 도포 단계, 노광 단계, 
현상 단계, 크롬 에칭 단계, 및 레지스트 제거 단계가 실행된다.
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다음에, 도 25의 c에 도시된 바와 같이, 투명 전극 기판(9)상에 층간 절연막(게이트 절연막)(10)(SiO 2및 SiNx : L3)
이 형성된다. 다음에, 도 25의 d에 도시된 바와 같이, 층간 절연막(10)상에 패시베이션막(22)의 하부층(SiNx : L4)
과 실리콘층(a-Si, n--aSi : L5, L6)이 형성된다. 다음에 도 25의 e에 도시된 바와 같이, 투명 전극 기판(9)의 윗쪽
에서부터 실리콘층(a-Si, n+-aSi)이 제거된다. 도 25의 c 내지 e에 도시된 처리 공정은 아일런드 공정을 나타낸다. 
상기 공정에서, 세정 단계, SiO 2및 SiNx 막형성 단계, 세정 단계, 3층의 연속 P-CVD 단계, 세정 단계, 레지스트 도포 
단계, 노광 단계, 현상 단계, 아일런드-드라이 에칭 단계, 및 레지스트 제거 단계가 실행된다.

다음에 도 25의 f에 도시된 바와 같이, 패시베이션막(22)의 하부층 및 층간 절연막(10)의 일부가 제거된다. 도 25의 
f에 도시된 처리는 콘택트 공정을 나타낸다. 상기 공정에서는 레지스트 도포 단계, 노광 단계, 현상 단계, 콘택트 드라이 
에칭 단계, 및 레지스트 제거 단계가 실행된다.

    
다음에 도 25의 g에 도시된 바와 같이, 크롬층(L7)이 형성된다. 다음에, 도 25의 h에 도시된 공정에서, 데이터선(5)을 
형성하는 크롬층이 형성된다. 다음에, 도 25의 i에 도시된 공정에서, 채널 드라이 에칭이 실행된다. 도 25의 g 내지 i에 
도시된 공정은 드레인 공정을 나타낸다. 상기 공정에서는 세정 단계, 크롬 스퍼터링 단계, 세정 단계, 레지스트 도포 단
계, 노광 단계, 현상 단계, 크롬 에칭 단계, 크롬 드라이 에칭 단계, 레지스트 제거 단계, 및 채널 드라이 에칭 단계가 실
행된다.
    

다음에 도 25의 j에 도시된 바와 같이, 패시베이션막(22)의 상부층(SiNx : L8)이 형성된다. 다음에, 도 25의 k에 도
시된 바와 같이, 데이터선(5)상에서 패시베이션막(22)의 상부층이 제거된다. 도 25의 i 및 k에 도시된 공정에서는 세
정 단계, 패시베이션 CVD 단계, 세정 단계, 레지스트 도포 단계, 노광 단계, 현상 단계, 콘택트 에칭 단계, 콘택트 드라
이에칭 단계, 및 레지스트 제거 단계가 실행된다.

다음에 도 25의 1에 도시된 바와 같이, IT0(배향막(11) : L9)의 스퍼터링 처리가 실행된다. 다음에, 도 25의 m에 도
시된 공정에서, IT0의 제거 처리가 실행된다. 도 25의 1 및 m에 도시된 공정은 화소 공정을 나타낸다. 상기 공정에서
는 세정 단계, IT0 스퍼터링 단계, 세정 단계, 레지스트 도포 단계, 노광 단계, 현상 단계, IT0 에칭 단계, 레지스트 박
리 단계, 세정 단계, 어닐링 단계, 및 검사 단계가 실행된다.

    
본 발명의 제6의 실시예에 따른 인-페이스(in-phase) 스위치형 액정 표시 장치가 이하에서 제 26도 및 제 27도를 참
조하여 상세하게 기술될 것이다. 도 26에서, 표시 셀(105)은 비정질 실리콘막(1)과, 화소 전극(2)과, 게이트 전극(3)
과, 공통 전극(4)과, 데이터선(5)과, 소스 전극(6)과, 드레인 전극(7)과, 지지 스페이서(300)를 구비한다. 표시 셀은 
수평 방향으로 연장되는 인접한 게이트 전극(3)의 사이 및 수직 방향으로 연장되도록 게이트 전극의 상부에 형성되는 
인접한 데이터선(5) 사이에서 그 경계가 정의된다. 구동 TFT는 표시 셀(105)의 하부 좌측 코너부에 형성된다. 절연막
으로서의 비정질 실리콘막(1)은 게이트 전극상에 형성되고, 데이터선에 접속된 드레인 전극(7)과 화소 전극에 접속된 
소스 전극은 비정질 실리콘막(1)상에 형성된다. 공통 전극(4)은 수평 방향으로 연장되는 사다리꼴 모양이며 데이터선
(5)의 하부에 형성된다. 화소 전극(2)은 공통 전극(4)의 상부의 사각형의 링의 형상을 갖도록 형성된다. 수직한 변은 
공통 전극(4)의 사다리의 계단 사이에 제공된다. 지지 스페이서(300)는 트랜지스터의 우측 방향으로 게이트 전극(3)
상에 제공된다.
    

    
도 27은 도 26의 G-G′선에 따른 본 발명의 제1의 실시예에 따른 인-페이스(in-phase) 스위치형 액정 표시 장치에
서의 표시 셀(101)의 지지 스페이서(100)의 횡단면도이다. 도 27에서, 액정층(20)의 상부에 위치하는 상부 기판부는 
상부로부터 보아서 편광판(17)과, 도전층(16)과, 투명 기판(14)과, 블랙 매트릭스층(12)과, 컬러층(컬러 필터)(13)
과, 평탄화막(15)과, 배향막(11)으로 구성된다. 오목부는 상부 기판부의 평탄화막(15)에 형성된다. 배향막(11)은 평
탄화막(15)과 오목부의 내부 표면을 피복한다. 액정층의 하부에 위치하는 하부 기판부는 위로부터 보아 배향막(11)과, 
패시베이션막(22)과, 층간 절연막(10)과, 게이트 전극(3)과, 투명 기판(9)과, 편광판(18)으로 구성된다. 지지 스페이
서(300)는 패시베이션막(22)의 상향 연장부로서 형성된다. 지지 스페이서(300)는 직선의 컬럼 형상일 수 있지만 수
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평으로 연장되는 상부를 구비하면 양호하다. 배향막(11)은 패시베이션막(22)을 완전히 피복한다. 패시베이션막은 유
기 재료 또는 무기재료로 형성될 수 있다. 지지 스페이서(300)는 오목부속으로 적재된다. 오목부가 상부 기판부에 형
성되는 경우에 지지 스페이서(300)의 상부의 고정 강도가 향상된다. 상기 경우, 지지 스페이서(300)는 패시베이션막
(22)의 일부에 의해 형성되어도 양호하다.
    

    발명의 효과

본 발명은 전술한 실시예에 한정되지 않는다. 본 실시예에서 오목부는 상부 및 하부 기판부의 어느 하나의 상부에 제공
된다. 그러나, 도 28에 도시된 바와 같이 오목부는 상부 및 하부 기판부의 양쪽 모두의 상부에 제공될 수 있다. 상기는 
제1의 실시예와 제6의 실시예를 결합함으로써 실시될 수 있다. 오목부는 지지 스페이서의 상부에 대한 오목부와 하부에 
대한 오목부가 형성되는 경우에 지지 스페이서의 고정 강도를 대폭 향상시킬 수 있다.

또한, 지지 스페이서는 유기 및 무기 재료로 형성될 수 있다. 특히, 도 22 및 23에 도시된 바와 같이, 지지 스페이서는 
평탄화막과 독립적으로 형성될 수 있고 금속 또는 감광성 금속으로 형성될 수 있다. 또한, 공통 전극이 상부 기판부에 
형성되는 경우에 공통 전극 및 평탄화막은 투명할 것이 요구된다.

또한, 본 발명은 역스태거형의 박막 트랜지스터를 이용한 액정 표시 장치의 적용에 한정되지 않는다. 본 발명은 셀 간격
의 유지에 지지 스페이서가 사용되는 여러 종류의 액정 표시 장치에 적용할 수 있다. 본 발명에 따른 액정 표시장치가 
지지 스페이서가 향상된 소정의 강도를 구비하도록 하므로, 지지 스페이서의 이동에 따르는 색 얼룩이 발생하기 어렵다. 
즉, 본 발명은 외부로부터의 응력에 강한 저항력을 갖는 액정 표시 장치를 제공할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

박막 트랜지스터를 사용하는 액정 표시 장치에 있어서,

지지 스페이서가 연장되는 제1의 기판부와,

상기 제1의 기판부로부터 간격을 유지하도록 상기 지지 스페이서의 끝부분이 맞물리는 오목부를 구비한 제2의 기판부
와,

상기 제1의 기판부와 상기 제2의 기판부 사이에 제공된 액정층을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 2.

제1항에 있어서,

상기 지지 스페이서는 상기 지지 스페이서가 연장되는 방향과 직교하는 방향으로 상기 끝부분내에 연장부를 구비하는 
것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 3.

제1항에 있어서,

상기 지지 스페이서가 배향막에 의해 피복되고 상기 오목부가 배향막에 의해 피복되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 
장치.

청구항 4.
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제1항에 있어서,

상기 지지 스페이서는 유기 재료로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 5.

제1항에 있어서,

상기 지지 스페이서는 무기 재료로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 6.

제1 내지 5항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 박막 트랜지스터는 게이트 전극, 화소 전극에 접속된 소스 전극, 및 상기 게이트 전극의 방향과 직교하는 방향으로 
연장되는 데이터선에 접속된 드레인 전극을 포함하고,

상기 지지 스페이서와 상기 오목부는 상기 게이트 전극의 상부에 제공되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 7.

제6항에 있어서, 상기 제1의 기판부와 상기 제2의 기판부 중의 하나는,

상기 화소 전극과,

상기 화소 전극과 함께 액정 분자를 구동하도록 제공된 공통 전극을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 8.

제6항에 있어서,

상기 제1의 기판부와 상기 제2의 기판부 중의 하나는 상기 화소 전극을 포함하고,

상기 제1의 기판부와 상기 제2의 기판부 중의 다른 하나는 상기 화소 전극과 함께 액정 분자를 구동하도록 제공된 공통 
전극를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 9.

제1항 내지 5항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 박막 트랜지스터는 게이트 전극, 화소 전극에 접속된 소스 전극, 및 상기 게이트 전극의 방향과 직교하는 방향으로 
연장되는 데이터선에 접속된 드레인 전극을 포함하고,

상기 지지 스페이서와 상기 오목부는 상기 데이터선의 상부에 제공되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 10.

제 9항에 있어서, 상기 제1의 기판부와 상기 제2의 기판부 중의 하나는,

상기 화소 전극과,
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상기 화소 전극과 함께 액정을 구동하도록 제공된 공통 전극을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치

청구항 11.

제 9항에 있어서,

상기 제1의 기판부와 상기 제2의 기판부 중의 하나는 상기 화소 전극을 포함하고,

상기 제1의 기판부와 상기 제2의 기판부 중의 다른 하나는 상기 화소 전극과 함께 액정 분자를 구동하도록 제공된 공통 
전극을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 12.

제1항 내지 제5항 중의 어느 한 항에 있어서, 상기 제1의 기판부는,

제1의 투명 기판과,

상기 제2의 기판부에 대향하는 상기 제1의 투명 기판의 표면상의 화소 영역을 제외한 영역내에 형성된 차광층과,

상기 차광층을 피복하도록 형성된 평탄화막을 포함하고,

상기 지지 스페이서는 상기 차광층이 형성되는 영역내에 형성되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 13.

제 12항에 있어서,

상기 지지 스페이서는 상기 평탄화막의 일부로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 14.

제12항에 있어서,

상기 평탄화막은 투명성 재료로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 15.

제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 지지 스페이서는 상기 제1의 기판부에 부착되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 16.

제 15항에 있어서,

상기 제1의 기판부는 상기 지지 스페이서가 맞물리는 다른 오목부를 구비하고, 상기 지지 스페이서는 상기 다른 오목부
에 부착되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 17.
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제 15항에 있어서,

상기 지지 스페이서는 금속으로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 18.

제 15항에 있어서,

상기 지지 스페이서는 유기 재료로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.
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专利名称(译) 液晶显示器

公开(公告)号 KR1020010103611A 公开(公告)日 2001-11-23

申请号 KR1020010021280 申请日 2001-04-20

[标]申请(专利权)人(译) NEC液晶技术株式会社

申请(专利权)人(译) 日元号技术可否让这个夏

当前申请(专利权)人(译) 日元号技术可否让这个夏

[标]发明人 MATSUMOTO KIMIKAZU

发明人 MATSUMOTO,KIMIKAZU

IPC分类号 G02F1/1335 G02F1/1339 G02F1/1343 G02F1/136 G02F1/1368

CPC分类号 G02F1/133512 G02F1/13394 G02F1/134363

优先权 2000121605 2000-04-21 JP

其他公开文献 KR100400711B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

用于使用薄膜晶体管的液晶显示器包括第一和第二基板部分，第一基板
部分和设置在第二基板部分之间的液晶层。支撑间隔物从第一基板延
伸。第二基板部分包括凹槽。支撑间隔件的凹部和端部处于齿轮状，并
且保持与第一基板部分的间隙。晶体管，液晶，基板，间隔物，。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/053022ec-e321-4c16-b24e-40467a3f1f9c
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